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DESCRIPCION
Aparato de procesamiento humedo usando un menisco de fluido

Campo de la invencidn

La presente invencién se refiere a un procedimiento y aparato mejorado para exponer superficies a un liquido,
usando por lo menos un menisco de fluido. Tal sistema puede aplicarse para “procesar en himedo” lados Unicos de
los substratos, sin perturbar el “lado posterior”, mientras que ayuda en algunas realizaciones al confinamiento del
fluido al lado frontal por medio de, por ejemplo, un flujo de gas, segun sea necesario, o seria deseable, en una
variedad de tecnologias de semiconductor y otras de microfabricacion. La presente invencion no se limita a un area
especifica de tecnologia o conjunto de aplicaciones, sino que ésta puede aplicarse a unas situaciones en las que se
requiere la exposicidon de las superficies a fluidos. Ejemplos de lo anterior son: ataque quimico, adelgazamiento de
substrato, electrodeposicion, liberacion de microestructura, limpieza de dispositivo o de substrato, MEMS (sistemas
microelectromecanicos), fabricacién de dispositivos optoelectrénicos, fotovoltaicos y electrénicos; por nombrar unos
pocos.

Informacidn de antecedentes

El procesamiento humedo (es decir, la exposicién de una superficie o superficies a un fluido o fluidos) es una parte
esencial de muchas tecnologias. En particular, las tecnologias fotovoltaicas de sistemas microelectromecanicos de
semiconductores (MEMS, conocidos también como microsistemas, entre otros nombres), dependen en gran medida
de procesos humedos para la fabricacién de dispositivos. Los procesos tales como el ataque quimico, revelado por
material resistente, modelado, decapado, liberacion, electrodeposicién y adelgazamiento se realizan todos
habitualmente mediante la exposicion de las superficies a liquidos; es decir, procesamiento hiimedo.

Uno de las principales inconvenientes de toda la técnica anterior es la dependencia de los procesos himedos en la
inmersion de las partes en un liquido, en alguna forma de pulverizacién, o en una combinaciéon de suministro de
liquido y centrifugacion de substrato, para lograr la exposicion de la superficie al liquido. Estos procedimientos y sus
muchas variantes, habitualmente exponen, por lo menos en grado significativo, otras superficies que seria deseable
proteger del fluido, para evitar una exposicién no deseada de las superficies. La técnica anterior ha dependido
habitualmente de la aplicacion de capas protectoras o materiales resistentes.

A medida que las tecnologias de fabricacion avanzan y mas alta funcionalidad y densidades de caracteristicas son
un importante impulsor del rendimiento de los sistemas y reducen los precios un proceso himedo de lado Unico
auténtico proporcionaria una flexibilidad de procesos adicional y permitiria un nivel de integracién mas alto. En
particular, las caracteristicas o los dispositivos podrian encontrarse en un estado terminado por un lado mientras que
el procesamiento himedo podria continuar por el otro lado sin comprometer su integridad mojando éste o
exponiendo de otro modo el mismo al fluido o sus vapores, usando materiales resistentes, mascaras u otras formas
de proteccién.

Existen unos sistemas de procesamiento hiUmedo que intentan realizar un procesamiento himedo de lado Unico, es
decir, incluso a pesar de que la exposicion tiene lugar principalmente por un lado, éste expone habitualmente el otro
lado a unos niveles relevantes de bruma o vapor. Tal exposicidn es suficiente para o bien descalificar tales sistemas
para el procesamiento de lado Unico, o bien para hacerlos merecedores del uso de materiales resistentes u otras
formas de proteccién para evitar el dafo al lado que no se esta procesando.

No obstante, la presente invencién es capaz de un procesamiento de lado Unico sin exponer el lado posterior de la
superficie en proceso, posibilitando de este modo una gran variedad de procesos novedosos y de nuevos niveles de
integracién de dispositivos, entre otras cosas. Es evidente que todas las aplicaciones e implicaciones de la presente
invencién no se enumeran en su totalidad en el presente caso, sino que, sin embargo, son también una parte de la
presente invencion.

Ademas, debido al desacoplamiento virtual intrinseco de la presente invencion de los fendmenos de transporte con
respecto a la accion del fluido, la presente invenciéon mejora la uniformidad obtenible en comparaciéon con las
disposiciones convencionales. Esto puede ser de particular importancia en los procesos que retiran material de la
superficie del substrato mediante la accién o el contacto con el fluido. Tales aplicaciones incluyen, por ejemplo,
ataque quimico, adelgazamiento, revelado, entre otros. Esta mejora de uniformidad puede ser hasta diez veces
mejor que la que puede obtenerse con las disposiciones convencionales, por ejemplo, ataque quimico por inmersion,
pulverizacién o centrifugado etc., dependiendo de las particularidades del proceso.

El documento US 2004/0050405 A1 da a conocer un sistema de procesamiento por inmersién para limpiar obleas
con una eficiencia aumentada de uso de productos quimicos, en el que el sistema usa menos substancia de
potenciacion de limpieza de la que puede proporcionarse como gas, vapor o liquido directamente a una superficie de
contacto de menisco u oblea/ liquido/ bafio de gas con el fin de modificar las tensiones superficiales en el menisco
con un uso de productos quimicos minimizado.

El documento US 5 270 079 da a conocer unos procedimientos para recubrir unas superficies planas o lisas
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curvadas haciendo que fluya un material de recubrimiento a través de un aplicador poroso sobre la superficie del
objeto que va a recubrirse, en el que los meniscos del material de recubrimiento se mantienen entre el aplicador
poroso y la superficie del objeto que va a recubrirse mediante las fuerzas de atraccién entre el material de
recubrimiento y la superficie del objeto.

El documento WO 02/32825 A1 da a conocer un aparato y un procedimiento para modificar la superficie de un objeto
haciendo que dicha superficie entre en contacto con una disolucion de procesamiento de liquido usando la
geometria del aplicador de liquido y el efecto Marangoni (flujo accionado por el gradiente de la tensién superficial)
para definir y confinar las dimensiones de la zona mojada sobre dicha superficie de objeto.

El documento US 5 339 842 da a conocer unos procedimientos y aparato de limpieza para retirar materiales
particulados de las superficies de objetos, en los que se usan unas vibraciones megasoénicas para dar lugar a que un
fluido de limpieza liquido en un primer depésito se eleve por encima del extremo superior del primer deposito, entre
en contacto con la superficie del objeto que va a limpiarse y fluya sobre un rebosadero en el extremo superior del
primer deposito al interior de un segundo depdsito.

El documento US 5 660 642 da a conocer el uso de un flujo accionado por el gradiente de la tensién superficial (flujo
Marangoni) para retirar la pelicula fina de agua que queda sobre la superficie de un objeto a continuacién del
aclarado. El proceso introduce de forma pasiva por evaporacion y difusion naturales de unas cantidades diminutas
de alcohol (o de otro material adecuado) vapor en la proximidad inmediata de un menisco continuamente renovado
de agua desionizada o de otro agente de enjuagado no tensioactivo basado en agua.

Sumario de la invencion

La invencion es un aparato para procesar un lado Unico de un objeto usando un menisco de fluido de acuerdo con la
reivindicacion 1.

El elemento de interaccién de fluido puede estar configurado para por lo menos uno de mover, desplazar, retirar,
esparcir y secar la por lo menos una porcién del fluido que se transfirio a la segunda superficie. El elemento de
interaccion de fluido puede ser un dispositivo de aire que esta configurado para inyectar aire hacia la por lo menos
una porcion del fluido que se transfirid a la segunda superficie. Alternativa o adicionalmente, el elemento de
interaccion de fluido puede ser un dispositivo de vacio que esta configurado para proporcionar un vacio a la por lo
menos una porcion del fluido que se transfirié a la segunda superficie. Alternativa o adicionalmente, el elemento de
interaccion de fluido puede ser una hoja que esta configurada para interactuar con y/o mover la por lo menos una
porcién del menisco de fluido que se transfirié a la segunda superficie. Alternativa o adicionalmente, el elemento de
interaccion de fluido puede ser un material capilar que esta configurado para interactuar con y/o mover la por lo
menos una porcion del fluido que se transfirié a la segunda superficie.

En varios ejemplos de la presente invencion, el elemento de interaccién de fluido puede ser mévil en relacién con el
objeto. Asimismo, el elemento de interaccion de fluido puede estar configurado para moverse dentro y fuera de, o0 en
relacion con, una trayectoria definida por el movimiento del objeto. Un movimiento del elemento de interaccién de
fluido puede corresponderse con un movimiento del objeto, por ejemplo, con por lo menos una de una velocidad y
una direccién de movimiento del objeto. El movimiento del elemento de interaccion de fluido puede estar accionado
por un accionador, siendo el accionador por lo menos uno de neumatico y electromagnético, entre otros tipos. Por lo
menos uno del elemento de interaccion de fluido y el objeto puede estar configurado para moverse uno en relacion
con el otro, incluyendo el movimiento relativo por lo menos uno de traslacién, rotacién, oscilacion, y/o porciones,
combinaciones o superposiciones de dichos movimientos. Ademas, el elemento de interaccién de fluido puede estar
configurado para proporcionar un gas sobre por lo menos una porcién de la primera superficie del objeto, con el fin
de evitar que la por lo menos una porcién del menisco de fluido que se transfirié a la segunda superficie se mueva
hacia la primera superficie. El gas puede proporcionarse con el fin de evitar que el liquido, vapor y/o gas que se
generan mediante la por lo menos una porcion del menisco de fluido que se transfirié a la segunda superficie se
mueva hacia la primera superficie. El accesorio de sujecion puede funcionar en combinacién con el elemento de
interaccion de fluido, con el fin de evitar que la por lo menos una porcién del menisco de fluido que se transfirié a la
segunda superficie se mueva hacia la primera superficie.

El deposito de contencién puede tener una forma, y puede impartir una forma correspondiente al menisco de fluido,
que incluye uno de un rectangulo largo, una forma de “pastel”, una forma de “D”, una forma redonda, y
combinaciones, superposiciones o distorsiones de dichas formas. En una realizacién, la forma y las dimensiones del
deposito de contencion pueden cambiarse de forma dinamica durante el proceso o entre procesos para recibir
substratos de diferentes tamarios, formas, o para impartir ciertas propiedades al bafio de fluido. El aparato puede
estar configurado para retirar la por lo menos una porcién del menisco de fluido del contacto con la segunda
superficie del objeto después de por lo menos un contacto de este tipo. El objeto puede estar seleccionado de un
grupo que consiste en oblea de semiconductor, substrato, materiales compuestos de metal y de no metal, material
metélico y no metdlico, silicio, fosfuro de indio, ceramica, vidrio, elemento del grupo IV, compuesto del grupo Il1-V,
compuesto del grupo II-VI y binarios y ternarios de los mismos. El objeto puede sujetarse mediante el accesorio de
sujecion usando por lo menos uno de funcionamiento mecanico, de vacio, electrostatico, fluidico, de Bernoulli,
magnético y electromagnético. El fluido puede estar seleccionado de un grupo que consiste en un fluido de ataque
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quimico, un fluido de metalizado, un disolvente, un fluido humectante, un fluido de limpieza, un material
fotorresistente, un revelador y un decapante. El fluido en el depdsito de contencion puede ser por lo menos uno de
recirculado, agitado, calentado y rellenado. El objeto puede tener por lo menos un recubrimiento de por lo menos un
material, y en el que el recubrimiento esta seleccionado de un grupo que consiste en metal, material organico,
material inorganico, aislante y material resistente. El depédsito de contencién puede tener por lo menos un canal para
contener el fluido, y puede tener por lo menos un canal de desbordamiento, mientras que el fluido puede inyectarse
sobre el depésito de contencién usando por lo menos una bomba u otro dispositivo adecuado. Diferentes
dispositivos o procedimientos de alimentacién, movimiento, suministro, desbordamiento, conformacién, drenado,
recirculacion, etc., pueden concebirse y son también objetos de la invencion. El fluido puede atacar quimicamente la
por lo menos una porcién de la segunda superficie del objeto, y en el que el objeto esta seleccionado de un grupo
que consiste en oblea de semiconductor, substrato, materiales compuestos de metal y de no metal, material metalico
y no metalico, silicio, fosfuro de indio, ceramica, vidrio, elemento del grupo 1V, compuesto del grupo 1lI-V, compuesto
del grupo 1=Vl y binarios y ternarios de los mismos. Asimismo, el menisco de fluido puede usarse para realizar una
funciéon que esta seleccionada de un grupo que consiste en ataque quimico, adelgazamiento, electrodeposicion,
liberacion de microestructura, limpieza, fabricacion de dispositivos electronicos, procesamiento electroquimico,
procesamiento fotoquimico, fotoelectrodeposicidon, procesamiento optoelectronico, modelado, aplicacion de material
resistente, revelado, metalizado, recubrimiento y decapado.

Breve descripcion de los dibujos

Las caracteristicas de la invencion que se creen novedosas y los elementos caracteristicos de la invencién se
exponen con particularidad en las reivindicaciones adjuntas. Los dibujos son sdlo para fines de ilustracion y no estan
dibujados a escala. Ademas, nimeros similares representan caracteristicas similares en los dibujos. La invencién en
si misma, no obstante, tanto para la organizacién como para el procedimiento de funcionamiento, puede entenderse
mejor por referencia a la descripcion detallada que sigue, tomada en conjuncién con los dibujos adjuntos, en los que:

La figura 1A ilustra un proceso y aparato preferentes de la presente invencion.

La figura 1B ilustra el objeto en contacto con un menisco de fluido.

La figura 1C ilustra el objeto después de hacer por lo menos un contacto con el menisco de fluido.
La figura 1D ilustra el objeto haciendo otro contacto con el menisco de fluido.

La figura 2 ilustra otra realizacion de la presente invencion.

La figura 3 ilustra otra realizacion mas de la presente invencion.

La figura 4 ilustra aun otra realizacién de la presente invencién.

La figura 5 ilustra otra realizacion mas de la presente invencion.

La figura 6 ilustra aun otra realizacién de la presente invencion.

La figura 7 ilustra otra realizacion de la presente invencién en la que unas cuchillas de aire retiran, esparcen o
inyectan el liquido que queda sobre la segunda superficie después de que ésta pase sobre el menisco de
liquido.

La figura 8 ilustra aun otra realizacion de la presente invencién en la que unas ranuras de vacio retiran o la
cantidad de liquido que queda sobre la segunda superficie después de que ésta pase sobre el menisco de
liquido.

La figura 9 ilustra otra realizacion mas de la presente invencion mientras que una hoja (por ejemplo, una
espatula) aprieta, retira, esparce o reduce la cantidad de liquido que queda sobre la segunda superficie
después de que ésta pase sobre el menisco de liquido.

La figura 10 ilustra aun otra realizaciéon de la presente invencion en la que una hoja capilar “absorbe”, retira,
esparce, o reduce la cantidad de liquido que queda sobre la segunda superficie después de que ésta pase
sobre el menisco de liquido.

Las figuras 11a y 11b ilustran aln otra realizacién de la presente invencién en la que cualquier uno o mas de
una cuchilla de aire, de ranura de vacio, hoja, hoja capilar o similar se acerca a o se aleja de un plano definido
por el substrato, por ejemplo, dependiendo de la direccién del movimiento del substrato o de cualquier otra
condicion de proceso.

Las figuras 12a, 12b y 12c ilustran gas que fluye sobre el lado posterior (la primera superficie) del substrato con
el fin de ayudar al confinamiento del fluido y cualquier contaminaciéon que resulte en el mismo, hacia la
superficie frontal (la segunda superficie).
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Descripcion detallada de la invencién

Incluso a pesar de que puede concebirse un gran nimero de aplicaciones posibles, en su realizacion preferente la
presente invencién proporciona una mejora sustancial sobre la técnica anterior al proporcionar el procesamiento
humedo de un lado Unico de un substrato sin perturbar de forma adversa su lado posterior. Se prevé que el
procesamiento humedo de lado Unico auténtico, tal como se proporciona por el objeto de la presente invencién,
permita un aumento adicional y mas rapido de funcionalidad y de densidad de caracteristicas —o de dispositivos— por
pastilla, facilitando las restricciones sobre el uso de ambos lados del substrato. Adicionalmente, ésta puede
proporcionar la capacidad de atacar quimicamente o adelgazar substratos de una forma ambientalmente mas
segura, mas rapida, uniforme y rentable.

Un ejemplo de una aplicacion de este tipo usando la presente invencion seria la integracion de dispositivos CMOS y
MEMS, cada tipo en su propio lado de un substrato y discurriendo a través de su propia linea de procesamiento.
Esto es de particular relevancia debido a que el presente ejemplo ilustra dos tipos de dispositivos que se
beneficiarian de la integracion, si bien estos procesos son mutuamente incompatibles, haciendo por lo tanto su
integracién en el mismo “chip” dificil. Situaciones similares pueden aplicarse a una variedad de procesos,
dispositivos, caracteristicas, tipos o niveles de integracién. Puede concebirse que, usando una secuencia de dichos
procesos, puede por lo tanto fabricarse un dispositivo tridimensional o hibrido. Adicionalmente, puede ser posible
también el coste y la densidad de los dispositivos “apilados” mediante el uso de la presente invencion.

Otro ejemplo de las ventajas de procesamiento himedo de lado Unico auténtico es el adelgazamiento de substratos.
Estos pueden ser los de los dispositivos después de o durante el procesamiento, tal como CCD, MEMS, u otros
dispositivos optoelectronicos, fotovoltaicos, o de generacion de imagen; asi como substratos en blanco.

Aun otra ventaja de la presente invencién es la posible reduccién del coste de substratos o dispositivos de silicio
sobre aislante (SOI), fotovoltaicos y MEMS delgados, entre otros.

Las altas velocidades de ataque quimico y uniformidad de las cuales es capaz el objeto de la presente invencion
hace de ésta una eleccién atractiva para la fabricacion de substratos delgados. Puede procesarse una gran variedad
de materiales tecnolégicamente relevantes, tal como materiales compuestos de metal y de no metal, material
metalico y no metalicos, silicio, germanio, InP (fosfuro de indio), ceramica y vidrio, entre otros.

El objeto de la presente invencion puede usarse también para limpiar la superficie expuesta a través de agentes
quimicos que se suministran a la misma o bien por separado, mezclados previamente, o bien mezclados in situ, con
el fin de lograr la accion de limpieza deseada. Puede hacerse que los productos quimicos reaccionen a, cerca de, o
de camino al substrato para lograr la reaccion y el efecto deseados.

La presente invencion puede usarse también de forma ventajosa para someter a electrodeposicion unos materiales
sobre substratos mientras que simultaneamente se aprovechan todas las caracteristicas beneficiosas que se
describen en la presente memoria descriptiva. No existen unos limites intrinsecos impuestos por el objeto de la
presente invencién en lo que respecta al tipo de material que se va a someter a electrodeposicion; ni existen
limitaciones en lo que respecta a otros aspectos de la aplicacién del objeto de la presente invencion a la
electrodeposicién. De forma similar, el objeto de la presente invencion puede usarse de forma ventajosa para
realizar otros procesos electroquimicos que implican fluidos y superficies. La totalidad de tales usos y aplicaciones
son también objetos de la presente invencion.

La invencion puede usarse también de forma ventajosa para realizar procesos fotoquimicos que implican fluidos y
superficies. Un haz o haces 41 de virtualmente cualquier forma y en mdltiples ubicaciones pueden proyectarse
desde debajo del canal 22 de fluido o el médulo 10 de liquido, como puede verse con mas claridad en la figura 4,
para efectuar la reaccién y llevar a cabo el proceso. Los procesos tales como fotoelectrodeposicion, metalizado
selectivo, ataque quimico selectivo, entre otros, pueden lograrse mediante la implementacion adecuada del objeto
de la presente invencion. Puede concebirse que muchas otras realizaciones, variaciones y modificaciones son
posibles y son también objetos de la presente invencién. Ademas, en lugar de haces de fotones, pueden colocarse
electrodos o conjuntos de electrodos en proximidad de la superficie de proceso con el fin de interactuar con ésta y/o
el fluido.

La presente invencion puede usarse también de forma ventajosa para un ataque quimico de lado Unico a superficies
modeladas sobre una variedad de materiales, con o sin materiales resistentes. Tales disefios incluyen, pero no se
limitan a, los de los dispositivos electrénicos, dispositivos fotoelectronicos, rejillas, MEMS vy otros dispositivos o
elementos activos y/o pasivos, por nombrar unos pocos.

Ademas, la presente invencién permite el uso reducido y mas eficiente de los productos quimicos que se usan para
procesos comunes, tal como ataque quimico, adelgazamiento, limpieza, revelado, electrodeposicion, entre otros.
Esto se logra a través de muchas posibles implementaciones del sistema de la presente invencion. Una
caracteristica es su reducido uso de productos quimicos en comparacion con las técnicas de inmersion tipicas. Otra
implementacion relevante seria el aspecto de recirculacién del suministro y el manejo de los productos quimicos.
Estas caracteristicas de la presente invencion pueden hacer de ésta una alternativa atractiva al presente estado de
la técnica en funcion de ventajas econdmicas y ambientales.

5



10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

ES 2394167 T3

Las figuras 1A, 1B, 1C y 1D, ilustran una realizacion de la presente invencién en la que un depésito de contenciéon o
un médulo 10 de liquido, tiene por lo menos un canal 22 de fluido, y por lo menos un canal 24 de desbordamiento de
fluido. El canal 22 de fluido contiene por lo menos un liquido 23, que tiene por lo menos un menisco 16 de fluido. Un
accesorio de sujecion o un modulo 12 de substrato, sujeta con firmeza por lo menos un objeto 14, tal como una
oblea 14, substrato 14, por nombrar unos pocos. El canal 24 de desbordamiento deberia ser tal que cualquier fluido
23, que se desborda como un fluido 17, puede procesarse adicionalmente, tal como se analiza en cualquier otra
parte del presente documento. Para facilidad de comprension de los subsistemas de motor, detecciéon y control
relacionados; en la medida en la que los anteriores se requieran por una implementacién particular, no se muestran
en las figuras. Es evidente que otras combinaciones o modificaciones son posibles, y son también objetos de la
presente invencion.

El substrato 14, tiene una superficie 13 primera o inferior, y una superficie 15 segunda o superior. El substrato 14
podria sujetarse mediante el médulo 12 de substrato, usando un plato electrostatico, de vacio, mecanico, fluidico o
de Bernoulli adecuado, o mediante otros medios adecuados; y explorarse sobre el menisco 16 de fluido, tantas
veces como sea necesario para lograr los resultados deseados. La velocidad de la exploracion se determina por los
requisitos del proceso y los resultados deseados, y puede variar desde cero (es decir, el substrato 14, que esta
expuesto al fluido 23, se encuentra en un Unico lugar y no se esta moviendo), hasta moverse a varios pies por
segundo. Las figuras 1A-1D ilustran de forma esquematica tal movimiento a medida éste avanza de derecha (la
figura 1A) a izquierda (la figura 1B, 1C), y de vuelta a la derecha (la figura 1D).

De forma similar, el substrato 14, puede girarse a varias velocidades durante, después de, antes de, entre
movimientos de exploracién, o en cualquier momento segln se considere necesario; dependiendo de los requisitos
del proceso y de los resultados deseados. Las velocidades de rotacion pueden variar habitualmente desde cero (es
decir, sin rotacién) hasta muchos miles de revoluciones por segundo. En una realizacion preferente, el médulo 12 de
substrato, puede incluir o contener un “cabezal de substrato” 18, el cual contiene los motores, platos, y
alimentadores a través necesarios para lograr los movimientos que se describen anteriormente y combinaciones de
los mismos, los cuales para facilidad de comprension no se han mostrado en el presente caso.

Asimismo, en una realizacion preferente una corriente de gas se emplea a través del espacio 20, entre el substrato
14 y el médulo 12 de substrato, para ayudar a evitar que el fluido 23, se deslice o ascienda sobre la superficie 15 de
arriba. Esta corriente de gas también ayuda a minimizar el transporte de vapor sobre la superficie 15 de arriba, del
substrato 14. El gas usado se selecciona para ser compatible con el proceso y puede ser cualquier gas o fluido que
logre tal fin. En una realizacion preferente, se usan nitrégeno o aire comprimido seco. Asimismo, en una realizacién
preferente, el espacio 20, entre el cabezal 12 de substrato y el substrato 14, se ajusta con el fin de producir tal
aislamiento, u otros efectos deseados.

En una realizacién preferente, el substrato 14 se mueve sobre el menisco 16, de una forma tal como para exponer
unos elementos de area de substrato sucesivos, o bandas, al liquido 23. Si la operacién llevada a cabo implica la
retirada quimica de material de substrato (es decir, ataque quimico), tal como durante una operacion de
adelgazamiento, la geometria de la operacion es analoga a la de la retirada mecanica de material mediante un
cepillo giratorio u otras herramientas similares. Efectuando el procesamiento en tales bandas estrechas, se eliminan
virtualmente la mayoria si no todas las asimetrias relacionadas con el transporte térmico y de masa a los bordes.

En una realizacién preferente, el fluido 23 usado para procesar esta siendo rellenado continuamente en el interior del
canal 22 de fluido. Esto puede hacerse en lazo o bien abierto o bien cerrado (es decir, el fluido 23 usado se desecha
después de una pasada, 0 se recicla, con o sin cualquier forma de tratamiento, para volver al interior del canal de
fluido). La quimica del fluido 23 puede ajustarse o no durante tales pasadas. De forma similar, la temperatura, u
otras propiedades del fluido 23, pueden ajustarse o no durante tal pasadas. Tal eleccién depende de una variedad
de aspectos, tal como ambientales, econdmicos, cuestiones de proceso, rendimiento global y uniformidad, entre
otros. Las caracteristicas del fluido pueden evaluarse por ensayo, colorimétrico, espectroscépico, de otros medios
adecuados, y esta informacion puede realimentarse al proceso para, a su vez, ajustar cualquiera, o la totalidad de,
tales caracteristicas. Durante el funcionamiento normal como parte del proceso de recirculacion o como
desbordamiento durante el paso del substrato 14 sobre éste, el fluido 23 en el canal 22 de fluido, puede desbordarse
al interior de los canales 24 de desbordamiento, de tal modo que el fluido 17 desbordado puede procesarse
adicionalmente, tal como desecharse, reciclarse, rellenarse mediante combinaciéon con un nuevo lote de fluido 23, e
inyectarse de vuelta al interior del canal 22 de fluido. El fluido 23, recogido en su interior o bien se acumula, se
desecha, o bien se recircula, tal como se detalla anteriormente. En una realizacién preferente, el vacio o la gravedad
actlan sobre los canales 24 de desbordamiento, para ayudar al transporte del liquido 23, a lo largo de su trayectoria
prevista; pero cualquier otra disposicién, incluyendo el desbordamiento ayudado soélo por la fuerza de la gravedad,
combinaciones de vacio—gravedad, reaccién quimica, o fuerzas electrostaticas, o combinaciones de las mismas, son
también objetos de la presente invencion. Es también obvio que varias configuraciones pueden concebirse con
respecto a los aspectos de manejo de liquido del sistema, tal como unas implementaciones de retirada,
acumulacién, bombeo, confinamiento y gestién de liquido diferentes; entre otros. Estas, y todas las otras
configuraciones e implementaciones posibles, son también objetos de la presente invencién. De forma similar, otras
geometrias, disposiciones o realizaciones con respecto a la configuracién, el tamano, la forma u otras caracteristicas
de los canales de liquido o de desbordamiento; incluyendo la ausencia, parcial o total de uno cualquiera de éstos,
son también objetos de la presente invencién. De forma similar, cualquier configuracion que implique una
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multiplicidad, o cualquier nimero de los mismos canales o médulos, es también un objeto de la presente invencion.

La presente invencion podria emplear mas de un médulo 10 de liquido, colocado junto a 26, tal como se ilustra en la
figura 2, de una forma que el substrato 14 esta expuesto a mas de un menisco 16 de liquido por pasada. El nimero
de médulos 10 de liquido usado dependera de una variedad de factores, tal como las velocidades de proceso, el
rendimiento global y las geometrias de substrato deseados, entre otros. Muchas variantes y combinaciones pueden
concebirse y son también objetos de la presente invencién. Tal multiplicidad de modulos de liquido pueden
disponerse también en una disposicion de tipo “carrusel” o “rueda de la fortuna”.

Las realizaciones alternativas de la presente invencién pueden realizar una secuencia de etapas dirigidas a
fomentarse y complementarse entre si. Tal fomento o potenciacion de las funciones del objeto de la presente
invencion, conseguidas o bien mediante la combinaciéon de componentes de esta misma invencién, o bien por la
adicion de otros mecanismos, aparatos, dispositivos o0 equipo, y los aparatos que resultan de tales
implementaciones, se contemplan en el presente documento y son también el objeto de la presente invencion. Una
secuencia de este tipo puede limpiar, atacar quimicamente, adelgazar, limpiar, lavar, limpiar y enjuagar un substrato
usando los mismos principios que se describen en el presente documento y son también objeto de la presente
invencion. Tales implementaciones pueden incluir, pero no se limitan a, formas soénica, ultrasénica o megasonica de
energia, lavado mecanico o radiacion electromagnética como la fuente de la funcién adicional.

Es también un objeto de la presente invencion en la que cualquier realizacion de lo anterior que tiene otras formas
de energia o materia acopladas o que descargan al interior o alrededor de los componentes del objeto de la
presente invencion. Tales formas pueden incluir, pero no se limitan a, cualquier forma de radiacion electromagnética,
campo electromagnético, luz, cualquier forma de energia acustica, cualquier forma de energia mecanica y cualquier
forma de energia térmica, 41, por nombrar unos pocos.

La figura 3, ilustra otra realizacién mas de la presente invencién, en la que el objeto 14, tiene por lo menos un
recubrimiento 31 protector, sobre su superficie 15 superior 0 segunda, y en la que la superficie 13 inferior o primera,
se encuentra en contacto directo con el fluido 23 y el menisco 16 de fluido. Tal recubrimiento 31 protector puede
consistir en, por ejemplo, uno 0 mas de cinta, materiales resistentes, entre otros.

La figura 4, ilustra aun otra realizacién de la presente invencién, en la que la superficie 13 inferior o primera del
objeto 14, se encuentra en contacto directo con el fluido 23 y el menisco 16 de fluido en el interior del depdsito 10 de
contencidn, y en la que el accesorio de sujecién o cabezal 18 de substrato y/o el depédsito 10 de contencién, tienen
por lo menos una fuente 41 de energia. La fuente 41 de energia podria estar seleccionada de un grupo que
comprende radiacion electromagnética, luz, energia acustica, energia mecanica, energia térmica, por nombrar unos
pocos. Por ejemplo, la fuente 41 de energia podria ser un haz 41 de luz, que se proyecta a través del fluido 23 hacia
el menisco 16 de fluido y la superficie 13 primera o inferior del objeto 14, para realizar, por ejemplo, una operacién
fotolitografica, una operacién fotoquimica, una operacién de fotoelectrodeposicion, metalizado selectivo, ataque
quimico selectivo, por nombrar unos pocos.

La figura 5, ilustra otra realizacién mas de la presente invencion, en la que el objeto 14 tiene una primera superficie
13, 15 y una segunda superficie 13, 15, en la que la primera superficie 13, 15 tiene por lo menos una primera
caracteristica 53, 55 de un primer tipo 53, 55, y en la que la segunda superficie 13, 15, tiene por lo menos una
segunda caracteristica 53, 55 de un segundo tipo 53, 55, y en la que la primera caracteristica 53, 55 del primer tipo
53, 55, es diferente de la segunda caracteristica 53, 55 del segundo tipo 53, 55. Por ejemplo, la primera
caracteristica 53, 55 podria estar seleccionada de un grupo de caracteristicas activas que comprende CMOS,
MEMS, SOI o CCD (dispositivo de carga acoplada), fotovoltaica por nombrar unos pocos, o caracteristicas pasivas,
por ejemplo, rejilla, vias y/o lineas de metal o de no metal. De forma similar, la segunda caracteristica 53, 55 podria
estar seleccionada de un grupo de caracteristicas activas que comprende CMOS, MEMS, CCD, fotovoltaica o SOI,
por nombrar unos pocos, o caracteristicas pasivas, por ejemplo, rejilla.

La figura 6 ilustra aln otra realizacion de la presente invencion, en la que el objeto 14 tiene una porcién de la
primera superficie 13, cubierto con por lo menos una capa 61 protectora, mientras que deja una porcién de la
primera superficie 13 expuesta para el procesamiento, con el fin de permitir que la superficie expuesta 13 haga
contacto directo con el menisco 16 de fluido del fluido 23. El area por debajo de la capa 61 protectora podria ser un
area 13 superficial virgen, o un area 13 procesada previamente, o un area 13, que tiene una o mas caracteristicas
53, 55, que se estan protegiendo mediante la capa 61. Una capa 61 protectora de este tipo podria usarse en un
proceso electrénico, tal como usando una capa 61 de material resistente, para proteger una porcion de la superficie
13 de una oblea 14. La capa 61 protectora podria ser una capa 61 organica o una capa 61 inorganica.

Ha de entenderse que existe a nimero de formas de sujetar el objeto 14, por ejemplo, el objeto 14 podria sujetarse
al accesorio 12 de sujecion mediante un procedimiento que esta seleccionado de un grupo que comprende medios
mecanicos, medios electrostaticos, medios fluidicos, usando por ejemplo los principios de Bernoulli, medios
magnéticos, medios electromagnéticos u otros procedimientos sin contacto, por nombrar unos pocos.

El solicitante de la presente invencién ha usado la expresion “de lado Unico” o “procesamiento de lado Unico” para
clarificar que, mientras que una superficie se esta procesando o se encuentra en contacto con el menisco 16 de
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fluido del fluido 23, el otro lado o la segunda superficie o el lado posterior del objeto 14, no se ve significativa o
sustancialmente perturbada durante el procesamiento el primer lado.

La presente invencion permite que una estructura o dispositivo pueda construirse a ambos lados del objeto, tal como
una oblea o substrato, que no podria construirse de otro modo por medios convencionales. Por ejemplo, podria
usarse la presente invencion para construir por lo menos un dispositivo CMOS por un lado y otro dispositivo
diferente sobre el mismo lado, u otro CMOS u otro dispositivo diferente sobre el otro lado o posterior. El uso del
“estado real” a ambos lados se hace posible mediante el uso de la capacidad de procesamiento “de lado Unico
auténtico” de la invencion. De forma similar, pueden hacerse unos “paquetes” de dispositivos mas delgados o mas
densos mediante el uso de la presente invencion, potencialmente a un menor coste y/o con menos impacto
ambiental en comparacion con los medios convencionales.

Ha de entenderse que el/los dispositivo(s) a cada lado de la oblea o el objeto no tienen que ser diferentes. Se podria
tener CMOS por un lado y CMOS por el otro, o se podria tener cualquier combinacion de dispositivos activos y/o
pasivos, tal como CMOS y MEMS, rejillas y MEMS, rejillas y éptica, fotoelectrénica y rejillas, por nombrar unos
pocos, respectivamente a cada lado. Se puede observar también que la presente invencion permite el uso de ambos
lados de un objeto, tal como una oblea, de una forma simple, eficiente y rentable. No obstante, se podria usar
también la presente invenciéon para hacer otras caracteristicas/ estructuras, tal como por ejemplo, dispositivos
mecanicos, de canal, de espejo, de filtro, de orificio, de membrana, de haz y de optoelectrénica, u otras
caracteristicas/ estructuras similares.

Ademas, el objeto podria fabricarse de una variedad de materiales, tal como por ejemplo, un elemento del grupo IV
(por ejemplo Ge, Si), compuestos del grupo Il y V (por ejemplo InP), compuestos del grupo Il y VI (por ejemplo
CdSe, HgTe), u otros binarios (por ejemplo, SiN) y ternarios entre estos sistemas (por ejemplo AlGaAs).

Para la mayor parte de las aplicaciones, el accesorio 12, 18 de sujecion moveria el objeto 14 en contacto con el
menisco 16 de fluido. No obstante, en algunos casos puede hacerse que el depodsito 10 de contencidn, que contiene
el fluido 23, se mueva de tal modo que el menisco 16 de fluido se ponga en contacto con la superficie del objeto 14.
Para algunas aplicaciones se podria mover el accesorio 12, 18 de sujecion y también el depédsito 10 de contencion al
mismo tiempo, y a la misma o a diferentes velocidades.

A pesar de que pueden concebirse muchas realizaciones, variaciones y combinaciones, y también objetos de la
presente invencioén; algunas de tales realizaciones y variaciones relevantes se enumeran a continuacion:

La presente invencion, sus variantes y sus realizaciones alternativas, con independencia de sus aplicaciones o
procesos, ésta pueda aplicarse a cualquier aparato y/o proceso similar.

La presente invencién podria utilizar cualquier fluido 23, a condicion de que el fluido 23 forme por lo menos un
menisco 16 de fluido.

La presente invencién puede usarse con cualquier geometria de superficie, superficies o substratos 14.

La presente invencion puede usarse con cualquier topografia de superficie, superficies o substratos 14. De
forma similar, la presente invencion puede usarse con cualquier material o substancia de substrato.

La presente invencién tal como se analiza en cualquier otra parte del presente documento, puede usarse para
realizar cualquier otro proceso, ademas de los que se mencionan en la presente memoria descriptiva.

La presente invencién permite que la misma se use en cualquier otra configuracion, ademas de las que se
mencionan en la presente memoria descriptiva.

La presente invencién puede implementarse junto con cualquier otra forma de fuente de energia, ademas de
las que se mencionan en la presente memoria descriptiva.

La presente invencién puede usarse invertida, girada o con inversidén especular alrededor de cualquiera de sus
ejes.

La presente invencién puede usarse con un numero diferente de médulos 10 de liquido, distinto de los que se
describen en la memoria descriptiva.

La presente invencion puede usarse con un numero diferente de fluidos 23, o canales 24 de desbordamiento,
de los que se describen en la presente memoria descriptiva.

La presente invencion puede modificarse para incorporar diferentes disposiciones, variaciones o geometrias de
sus fluidos 23 y los canales 24 de desbordamiento, ademas de las que se describen en la memoria descriptiva.

La presente invencién también permite el uso de diferentes combinaciones de componentes moéviles y
estacionarios, tal como un substrato 14 estacionario, y un moédulo 10 de liquido movil, o cualquier otra
combinacion o permutacion de los mismos.
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La presente invencion también permite el uso de componentes que realizan cualquier forma o movimiento,
incluyendo, pero sin limitarse a, vibracion, rotacion, traslaciéon, u oscilacion de sus componentes uno en
relacién con el otro o con respecto a un marco de referencia externo.

La presente invencién puede utilizar componentes que realizan cualquier funciéon distinta de las que se
describen en la presente memoria descriptiva, incluyendo, pero sin limitarse a, componentes que realizan
calentamiento, lavado, bombardeo con cualquier tipo de particulas, limpieza de gas supercritico, limpieza o
excitacién ultrasénica, exposicidn laser o exposicién a cualquier forma de radiacion, por nombrar unos pocos.

La presente invencion puede usarse, o tener cualquier nimero de sus componentes, de una forma invertida (es
decir, boca abajo).

La presente invencion puede usarse, o tener cualquier nimero de sus componentes, en un angulo con
respecto a la horizontal.

La presente invencién podria permitir la retirada de fluido o fluidos 23, lo que podria lograrse a través de otros
medios o disposiciones ademas de los que se describen en la presente memoria descriptiva, tal como pero sin
limitarse a, succién, gravedad, reaccién quimica, gas o fluido en movimiento, desplazamiento, accionamiento
por tensién superficial (por ejemplo, Marangoni), mecanico, electromagnético, por nombrar unos pocos.

La presente invencién podria usarse con el suministro de fluido o fluidos 23, lo cual podria lograrse a través de
diferentes medios o disposiciones ademas de los que se describen en la presente memoria descriptiva, tal
como succion.

La presente invencion puede usarse con o sin el confinamiento superficial de lado posterior (de no proceso)
que se describe en el presente documento.

La presente invencion puede emplear también, de acuerdo con varias realizaciones de la misma, un elemento de
interaccion de fluido que esta configurado para interactuar con, por ejemplo, mover, desplazar, retirar, esparcir,
secar, etc., cualquier liquido que quede sobre la segunda superficie después de que la segunda superficie pase
sobre el menisco de fluido. Varios ejemplos de un dispositivo de interaccién de fluido de este tipo, tal como una
cuchilla 100 de aire, una cuchilla 120 de vacio, hojas 130, material 140 capilar, tal como se representa en las figuras
7, 8, 9, y 10, respectivamente, se describen en el presente documento. No obstante, ha de entenderse que la
presente invencion incluye cualquier dispositivo que esté configurado para interactuar con el fluido que queda sobre
la segunda superficie después de que la segunda superficie pase sobre el menisco de fluido.

Por ejemplo, tal como se ilustra en la figura 7, una cuchilla 100 de aire puede estar configurada para la inyeccion
sobre la segunda superficie después de que ésta ha pasado sobre el menisco de fluido para actuar sobre el liquido
restante. El aire puede canalizarse al interior de las cuchillas de aire a través de unos conductos 110 apropiados. De
forma similar, y tal como se ilustra en la figura 8, una cuchilla 120 de vacio puede aspirar cualquier o la totalidad del
liquido que queda sobre dicha segunda superficie después de pasar sobre el menisco de fluido. Un vacio puede
alimentarse al interior de las cuchillas de vacio a través de los conductos 10 apropiados. Aun adicionalmente, y tal
como se ilustra en la figura 9, una disposicion de hojas 130 (flexibles o no y fabricadas de una variedad de
materiales, tal como plasticos, metales, ceramicas, y otras composiciones organicas e inorganicas, dependiendo de
la aplicacién para la cual el sistema es esta adecuando) puede permitir la retirada parcial o total, o la extension del
fluido o los fluidos que quedan sobre la segunda superficie después de pasar sobre el menisco de fluido. Tal como
se ilustra en la figura 10, estas hojas pueden hacerse también de un material 140 capilar, entre muchas otras
posibilidades concebibles.

Las figuras 11a y 11b ilustran otra realizacién alternativa de la presente invenciéon, en la que el elemento de
interaccion de fluido, por ejemplo, uno o mas de una cuchilla de aire, una cuchilla de vacio, hoja o similar, puede
estar configurado para moverse en relacion con el substrato. Por ejemplo, en una realizacién, el elemento de
interaccion de fluido esta configurado para moverse en una direccidon que se encuentra en una correspondencia no
paralela con el plano definido por el substrato, por ejemplo, éste puede moverse arriba y/o abajo, o dentro y/o fuera
de la trayectoria del substrato. Ademas, en una realizacion, el mismo puede moverse de una forma que se
corresponde con el movimiento, por ejemplo, la direccién y/o la velocidad del substrato. Dichas cuchillas, hojas, o
boquillas pueden estar accionadas mediante un accionador 230 electromagnético, neumatico, o de cualquier otro
tipo adecuado para efectuar dichos movimientos. Adicionalmente, unas formas alternativas de energia pueden o
pueden no ser introducirse en dichos dispositivos de interaccion de fluido que se describen en el presente
documento.

Ademas, la presente invencién puede incluir una realizacion en la que un gas 300 se alimenta sobre la parte
posterior del substrato 310 (la primera superficie) de una forma tal que por lo menos parte de dicha superficie se
pone en contacto con dicho gas. Las figuras 12a y 12b representan una realizaciéon a modo de ejemplo de este tipo.
Un fin de alimentar dicho gas puede ser para formar una corriente gaseosa que fluye mas alla del borde del
substrato 350 de una forma tal como para evitar el fluido 340, o cualquier contaminacion que pueda entrar en dicho
lado posterior en la forma de liquido, vapor o gas. El flujo de gas en el borde del substrato puede formar un “anillo”
de area de alta presion alrededor del borde del substrato, evitando de este modo dicha contaminacion. El flujo de
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gas que se describe anteriormente puede implementarse en conjuncién con una variedad de dispositivos 320
aerodinamicos que pueden dirigir, mejorar, desviar o afectar de otro modo al flujo del gas. El substrato puede
sujetarse tal como se describe en cualquier otra parte del presente documento en la presente solicitud, por ejemplo,
mediante un plato 330 u otro dispositivo de este tipo, entre muchas otras disposiciones concebibles, incluyendo
contacto o no contacto. Un plato de este tipo puede o puede no contribuir al efecto de confinamiento y de proteccién
que se describen anteriormente y puede o puede no funcionar en conjuncion con la disposicién de flujo de gas. La
figura 12c ilustra otra realizacién mas de la presente invencién, la cual ilustra un plato 330 que incluye unos pasos
331 a través de los cuales puede discurrir gas. El fluido, por ejemplo, gas, puede circular entre el plato y el substrato.

La presente invencién puede usarse también en conjuncién con un menisco o depésito de fluido que puede adoptar
cualquier numero de diferente formas. Una realizacion particular se representa en las figuras 1 y 2, en las que un
depdsito lineal se muestra en seccion transversal. Un depdésito lineal consiste en, por ejemplo, un bafo largo y
rectangular —tal como se observa desde arriba— de fluido que puede ser de cualquier longitud o anchura, y que no
encierra necesariamente la totalidad de la anchura del objeto. Unos casos mas generales consistirian en depositos
de diferentes formas y tamanos. Cabe destacar que pueden proporcionarse depédsitos con una forma de “pastel”,
una forma de “D”, una forma redonda, o combinaciones, superposiciones o distorsiones de dichas formas.
Dependiendo de la forma del area del objeto previsto para interactuar con el liquido, el depésito puede adoptar
cualquier forma. Asimismo, el movimiento del objeto sobre el depdsito puede consistir en cualquier combinacién de
traslacion a lo largo de una direccién dada, rotacién, oscilacién, o combinaciones o superposiciones de las
anteriores, con el fin de exponer la superficie del objeto de cualquier forma deseada. Los movimientos pueden
incluir, pero no se limitan a, un movimiento de exploracién a una velocidad constante o variable o siguiendo una un
“perfil” de velocidad a lo largo de su movimiento; rotacion sin traslacion en el sitio, rotacion en uno cualquiera o
ambos extremos del movimiento de traslacion, rotacién en una secuencia dada de movimientos angulares o
velocidades angulares, incluyendo, pero sin limitarse a, rotacion constante, en combinacion con movimientos de
traslacion parciales o bien en secuencias, de una forma con correlacion o sin correlacion. EI movimiento de
traslacion puede ser en cualquiera de las tres dimensiones y cualquier movimiento puede tener o no correlacién con
cualquier otro aspecto de la invencion.
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REIVINDICACIONES

1. Un aparato para realizar un proceso de menisco de fluido sobre un objeto (14), teniendo el objeto una primera
superficie y una segunda superficie, que comprende:

(a) por lo menos un depésito (10) de contencién que contiene un fluido que forma un menisco (16) de fluido

(b) un accesorio (18) de sujecién para sujetar el objeto de tal modo que por lo menos una porcién del menisco
de fluido esta en contacto con y se transfiere a por lo menos una porcién de la segunda superficie del objeto; y
(c) un elemento (110, 120, 130, 140) de interaccion de fluido configurado para interactuar con la por lo menos
una porcion del menisco de fluido que se transfirié a la segunda superficie;

caracterizado porque el elemento de interaccion de fluido esta configurado para proporcionar un gas sobre
por lo menos una porcién de la primera superficie del objeto con el fin de evitar que la por lo menos una porcion
del menisco de fluido que se transfirié a la segunda superficie se mueva hacia la primera superficie.

2. El aparato de la reivindicacion 1, en el que el elemento de interaccion de fluido esta configurado para por lo
menos uno de mover, desplazar, retirar, esparcir y secar la por lo menos una porcién del menisco de fluido que se
transfirié a la segunda superficie.

3. El aparato de la reivindicacion 1, en el que el elemento de interaccién de fluido es un dispositivo de aire que esta
configurado para inyectar aire hacia la por lo menos una porcién del menisco de fluido que se transfirié a la segunda
superficie.

4. El aparato de la reivindicacion 1, en el que el elemento de interaccién de fluido es un dispositivo de vacio que esta
configurado para proporcionar un vacio a la por lo menos una porciéon del menisco de fluido que se transfiri6 a la
segunda superficie.

5. El aparato de la reivindicacion 1, en el que el elemento de interaccion de fluido es una hoja que esta configurada
para moverse la por lo menos una porcién del menisco de fluido que se transfirié a la segunda superficie.

6. El aparato de la reivindicacion 1, en el que el elemento de interaccién de fluido es un material capilar que esta
configurado para moverse la por lo menos una porcion del menisco de fluido que se transfirié a la segunda
superficie.

7. El aparato de la reivindicacién 1, en el que el elemento de interaccion de fluido puede moverse en relacion con el
objeto.

8. El aparato de la reivindicacion 7, en el que el elemento de interaccion de fluido esta configurado para moverse
dentro y fuera de una trayectoria definida por el movimiento del objeto.

9. El aparato de la reivindicacién 7, en el que un movimiento del elemento de interaccion de fluido se corresponde
con un movimiento del objeto.

10. El aparato de la reivindicacién 9, en el que el movimiento del elemento de interaccién de fluido se corresponde
con por lo menos una de una velocidad y una direccion de movimiento del objeto.

11. El aparato de la reivindicacion 7, en el que el movimiento del elemento de interaccion de fluido esta accionado
por un accionador, siendo el accionador por lo menos uno de neumatico y electromagnético.

12. El aparato de la reivindicacién 7, en el que por lo menos uno del elemento de interaccion de fluido y el objeto
estan configurados para moverse uno en relacion con el otro, incluyendo el movimiento relativo por lo menos uno de
traslacion, rotacion, oscilacién, y/o porciones, combinaciones o superposiciones de dichos movimientos.

13. El aparato de la reivindicacién 1, en el que el gas se prevé con el fin de evitar que el liquido, vapor y/o gas que
se generan mediante la por lo menos una porciéon del menisco de fluido que se transfirié a la segunda superficie se
mueva hacia la primera superficie.

14. El aparato de la reivindicacién 1, en el que el accesorio de sujecion funciona en combinacién con el elemento de
interaccion de fluido con el fin de evitar que la por lo menos una porcién del menisco de fluido que se transfirié a la
segunda superficie se mueva hacia la primera superficie.

15. El aparato de la reivindicacion 1, en el que el depdsito de contencién tiene una forma, e imparte una forma
correspondiente al menisco de fluido, que incluye uno de un rectangulo largo, una forma de “pastel”, una forma de
“D”, una forma redonda, y combinaciones, superposiciones o distorsiones de dichas formas.

16. El aparato de la reivindicacion 1, en el que el aparato esta configurado para retirar la por lo menos una porcién
del menisco de fluido del contacto con la segunda superficie del objeto después de por lo menos un contacto de este
tipo.

17. El aparato de la reivindicacion 1, en el que el objeto esta seleccionado de un grupo que consiste en oblea de
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semiconductor, substrato, materiales compuestos de metal y de no metal, material metalico y no metalico, silicio,
fosfuro de indio, ceramica, vidrio, elemento del grupo IV, compuesto del grupo IlI-V, compuesto del grupo II-VI y
binarios y ternarios de los mismos.

18. El aparato de la reivindicacién 1, en el que el objeto se sujeta mediante el accesorio de sujecion usando por lo
menos uno de funcionamiento mecanico, de vacio, electrostatico, fluidico, magnético y electromagnético.

19. El aparato de la reivindicacién 1, en el que el fluido esta seleccionado de un grupo que consiste en un fluido de
ataque quimico, un fluido de metalizado, un disolvente, un material fotorresistente, un revelador y un decapante.

20. El aparato de la reivindicaciéon 1, en el que el fluido en el depésito de contencion es por lo menos uno de
recirculado, agitado, calentado y rellenado.

21. El aparato de la reivindicacion 1, en el que el objeto tiene por lo menos un recubrimiento de por lo menos un
material, y en el que el recubrimiento esta seleccionado de un grupo que consiste en metal, material organico,
material inorgénico, aislante y material resistente.

22. El aparato de la reivindicacién 1, en el que el depdsito de contencion tiene por lo menos un canal para contener
el fluido.

23. El aparato de la reivindicacién 1, en el que el depdsito de contencién tiene por lo menos un canal de
desbordamiento.

24. El aparato de la reivindicacién 1, en el que el fluido se inyecta sobre el depésito de contencion usando por lo
menos una bomba.

25. El aparato de la reivindicacion 1, en el que el fluido ataca quimicamente la por lo menos una porcion de la
segunda superficie del objeto, y en el que el objeto esta seleccionado de un grupo que consiste en oblea de
semiconductor, substrato, materiales compuestos de metal y de no metal, material metalico y no metalico, silicio,
fosfuro de indio, ceramica, vidrio, elemento del grupo 1V, compuesto del grupo IlI-V, compuesto del grupo II-VIy
binarios y ternarios de los mismos.

26. El aparato de la reivindicacion 1, en el que el menisco de fluido se usa para realizar una funciéon que esta
seleccionada de un grupo que consiste en ataque quimico, adelgazamiento, electrodeposicién, liberacién de
microestructura, limpieza, fabricacién de dispositivos electronicos, procesamiento electroquimico, procesamiento
fotoquimico, fotoelectrodeposicion, procesamiento optoelectronico, modelado, aplicacién de material resistente,
revelado, metalizado, recubrimiento y decapado.
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